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 暫定版 データシート 

2SJ496 
シリコン P チャネル MOS FET 
高速度電力スイッチング 

特長 

 低オン抵抗 
RDS(on) = 0.12  typ. (at VGS = –10 V, ID = –2.5 A) 

 4 V 駆動が可能。 
 電流容量が大きい。 

ID = –5 A 
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絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 

ドレイン・ソース電圧 VDSS –60 V 

ゲート・ソース電圧 VGSS 20 V 

ドレイン電流 ID –5 A 

せん頭ドレイン電流 ID (pulse) 注 1 –20 A 

逆ドレイン電流 IDR –5 A 

アバランシェ電流 IAP 注 2 –5 A 

アバランシェエネルギー EAR 注 2 2.14 mJ 

許容チャネル損失 Pch 0.9 W 

チャネル温度 Tch 150 C 

保存温度 Tstg –55 ～ +150 C 

【注】 1. PW  100 s, duty cycle  10% 

 2. Tch = 25C における許容値, Rg  50  
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電気的特性 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

ドレイン・ソース破壊電圧 V(BR)DSS –60 — — V ID = –10 mA, VGS = 0 

ゲート・ソース破壊電圧 V(BR)GSS 20 — — V IG = 100 A, VDS = 0 

ゲート遮断電流 IGSS — — 10 A VGS = 16 V, VDS = 0 

ドレイン電流 IDSS — — –10 A VDS = –60 V, VGS = 0 

ゲート・ソース遮断電圧 VGS (off) –1.0 — –2.0 V ID = –1 mA, VDS = –5 V 

RDS (on) — 0.12 0.16  ID = –2.5 A, VGS = –10 V 注 3 ドレイン・ソースオン抵抗 

RDS (on) — 0.17 0.24  ID = –2.5 A, VGS = –4 V 注 3 

順伝達アドミタンス |yfs| 3 5 — S ID = –2.5 A, VDS = –10 V 注 3 

入力容量 Ciss — 600 — pF 

出力容量 Coss — 290 — pF 

帰還容量 Crss — 80 — pF 

VDS = –10 V 

VGS = 0 

f = 1 MHz 

ターン・オン遅延時間 td(on) — 10 — ns 

上昇時間 tr — 25 — ns 

ターン・オフ遅延時間 td(off) — 95 — ns 

下降時間 tf — 55 — ns 

VGS = –10 V 

ID = –2.5 A 

RL = 12  

ダイオード順電圧 VDF — –1.0 — V IF = –5 A, VGS = 0 

逆回復時間 trr — 65 — ns IF = –5 A, VGS = 0 

diF/dt = 50 A/s 

【注】 3. Pulse test 
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主特性 
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外形寸法図 
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PRSS0003DC-A TO-92 Mod / TO-92 ModV

MASS[Typ.]

0.35gSC-51

RENESAS CodeJEITA Package Code
Unit: mm

Package Name

TO-92 Mod

 
 

発注型名 

発注型名 梱包数量 梱包形態 

2SJ496TZ-E 2500 個 テーピング 

【注】 1. 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。 
ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。 

 2. テーピングにて納入時リード部分は，以下の図のとおり成型されています。 
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